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SEE DETAIL “A”

Detail “A” Top Bottom
Lot [O]]}o- 7
Option 1 Option 3 N N N @ ][ N N EH
Option 2
= Millimeters Inches - Millimeters Inches
e Min. Max. Min. Max. i Min. Max. Min. Max.
A 3.56 4.83 0.140 0.190 E3 6.22 8.89 0.245 0.350
Al 0.51 1.40 0.020 0.055 e 2.54 BSC 0.100 BSC
A2 2.03 2.92 0.080 0.115 el 5.08 BSC 0.200 BSC
b 0.38 1.02 0.015 0.040 H1 5.84 6.86 0.230 0.270
b2 1.14 1.78 0.045 0.070 L 12.27 14.73 0.483 0.580
c 0.36 0.61 0.014 0.024 L1 247 4.06 0.097 0.160
D 14.22 16.51 0.560 0.650 1.2 0.00 16.70 0.000 0.657
D1 8.38 9.65 0.330 0.380 Q 2.54 3.05 0.100 0.120
D2 5.30 —— 0.209 —— op 3.40 3.89 0.134 0.153
E 9.65 10.67 0.380 0.420
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